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Dünnschichtwiderstände  mit  Flächenwiderstandswerten  im  Bereich  zwischen  1M-Ohm  und 
mehreren  G-Ohm  und  Verfahren  zu  ihrer  Herstellung. 
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©  Aus  einem  transparenten,  leitfähigen  Oxid,  ins- 
besondere  aus  Indium-Zinn-Oxid  (=  ITO)  bestehen- 
de  Dünnschichtwiderstände  weisen  Flächenwider- 
standswerte  zwischen  1  M-Ohm  und  mehreren  G- 
Ohm  auf,  wenn  ihre  Herstellung  durch  Sputtern  oder 
Aufdampfen  in  einer  Atmosphäre  mit  einem  erhöh- 
ten  Sauerstoffpartialdruck  erfolgt.  Es  können 
Dünnfilm-Widerstände  aus  ITO-Schichten  im  Bereich 
von  8  M-Ohm  und  40  G-Ohm  realisiert  werden,  die 
für  integrierte  Schaltungen  in  der  Großflächenelek- 
tronik  Anwendung  finden. 
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